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【はじめに】 近年、ノーマリーオフ動作や、低オン抵抗化を実現するために AlGaN/GaN MIS-HFET

構造や JFET 構造等の再成長法を用いた GaN パワーデバイスが報告されている 1,2)。一方で、RIE

法でエッチングされたGaN表面上へのAlGaN再成長によって作製したAlGaN/GaN構造において、

キャリア移動度の低下が報告されており 3)、優れたデバイス特性を実現するためには再成長界面

の制御が重要であると考える。今回、AlGaN/GaN 構造の電気特性に対して再成長界面が与える影

響について調査した。 

【実験】 初めに、MOCVD 法によって(111)Si 基板上に成膜した GaN テンプレートを作製した。

次に、GaN テンプレート上に AlGaN/GaN 層の再成長を行い、HEMT 構造を作製した。GaN テン

プレートの大気暴露の有無と、再成長 GaN 層の膜厚を変化

させ、二次元電子ガスの電気特性を比較した。再成長界面

状態の調査のため、作製した再成長 AlGaN/GaN 構造の

SIMS 分析と C-V 測定を行い、不純物濃度と残留キャリア

濃度を評価した。 

【結果】 再成長 AlGaN/GaN構造のホール効果測定を行っ

た結果(Fig. 1参照)、再成長 GaN層の膜厚が薄い場合には、

キャリア移動度が顕著に低下した。再成長 GaN 層の膜厚を

10 nm以上とすることで、キャリア移動度が向上する傾向

が見られた。Fig. 2には、再成長 AlGaN/GaN構造の C-V測

定と SIMS分析結果を示す。再成長 GaN／GaN テンプレー

ト界面(再成長界面)には、Si不純物が取り込まれており、

同時に再成長界面にピークを持つ n型キャリアが観測され

た。GaN テンプレート作製後に大気暴露させずに再成長を

行った試料では、Si不純物とキャリアが観測されないこと

から、GaNテンプレート表面の汚染に起因する Si取り込み

がキャリア生成の原因と考えられる。再成長界面からの距

離を離すことにより、AlGaN/GaN 界面への Si汚染の影響が

緩和されたと考えられる。詳細については当日報告する。 
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図 Fig. 1 Electron mobility of regrown 
AlGaN/GaN structures by van der Pauw 
measurement. 

図 Fig. 2 CV carrier and SIMS depth profiles of 
regrown AlGaN/GaN structures. 
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